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АССИСТИРОВАННОМ ОСАЖДЕНИИ Ti И Со ПОКРЫТИЙ
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Белорусский государственный педагогический университет 
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В данной работе для осаждения металлсодержащих (Ti, Со) покры
тий на кремний в условиях ионного ассистирования использовали резо
нансный источник вакуумной дуговой плазмы (вакуум 10‘2 Па). В каче
стве подложки использовали пластины (100) Si. Отношение плотности 
потоков ионизированной и нейтральной фракции осаждаемого на под
ложку материала при нанесении покрытий составляло 0.2-0.4, скорость 
осаждения покрытий была 0.3-0.4 нм/мин. Элементный послойный ана
лиз конструкций пленка/кремний выполняли, используя резерфордов- 
ское обратное рассеяние (POP) ионов гелия Не+ с Е0 = 2.0 МэВ, геомет
рию рассеяния 01=0°, 02= 12°, 93=168° и компьютерное моделирование 
экспериментальных спектров POP по программе RUMP [1]. Для изуче
ния пространственного распределения радиационных дефектов в конст
рукциях покрытие/подложка применяли метод POP в сочетании с кана
лированием ионов Не* с энергией 2.0 МэВ и методику [2].

Установлено что, максимальная концентрация смещенных из узлов 
атомов кремния, полученная при предварительной имплантации ионов 
Хе+, уменьшается при последующем ионно-ассистированном нанесении 
титанового и кобальтового покрытий. Введение ксенонового маркера 
усиливает диффузию атомов металлов и кислорода в глубь подложки, а 
также способствует увеличению концентрации атомов кремния в по
крытии. Это очевидно связано с повреждением кристалла кремния при 
введения маркера. Так для образцов, в которые вводился ксенон энерги
ей 10 кэВ и дозой ЗхЮ14 см'2, атомы металлов и кислорода проникают в 
подложку на ~ 20 нм глубже и на глубине 20 нм от положения поверх
ности исходной подложки (ППИП) идентифицируются с концентрация
ми в 2 раза выше, чем концентрации соответствующих элементов на той 
же глубине в образцах без маркера. Аналогично концентрация атомов 
кремния в покрытии на расстоянии 20 нм от ППИП возрастает с 2,9 
ат.% до 3,2 ат.%, при введении маркера с указанными параметрами.
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